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【57】申請專利範圍
1.　一種製作半導體元件的方法，其特徵在於，包含：

     形成一第一凹槽於一基底內；
     形成一閘極結構於該第一凹槽內；
     去除該閘極結構以及該基底以形成一第二凹槽；以及
     形成一場極板於該第二凹槽內；
     其中，該方法另包含：
     形成一基體區於該基底上；
     形成一第一摻雜區於該基體區上；
     形成複數個第二摻雜區於該第一凹槽兩側；
     形成該第一凹槽；
     形成一閘極介電層於該第一凹槽內；
     形成該閘極結構於該閘極介電層上；
     形成該第二凹槽；
     形成一襯墊層於該第二凹槽內；
     形成該場極板於該襯墊層上；
     形成一保護層於該閘極結構上；
     形成一源極電極於該基底上連接該場極板；以及
     形成一汲極電極於該基底背面。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該基體區以及該等第二摻雜區包含相同導電型
式。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該基體區以及該第一摻雜區包含不同導電型
式。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該第一摻雜區以及該等第二摻雜區包含不同導
電型式。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該等第二摻雜區深度大於該第一摻雜區深度。

- 8168 -



6.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中該第一凹槽深度大於該基底區深度。
7.　一種半導體元件，其特徵在於，包含：

     一場極板設於一基底內；
     一第一閘極結構設於該場極板一側；
     一第二閘極結構設於該場極板另一側；
     一第一閘極介電層設於該第一閘極結構旁；
     一襯墊層設於該場極板以及該第一閘極結構之間，其中該襯墊層以及該第一閘極介電
層包含不同厚度，且該第一閘極介電層之介電常數大於該襯墊層之介電常數；

     一源極電極設於該基底上並連接該場極板；以及
     一汲極電極設於該基底背面。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之半導體元件，另包含：
     一基體區設於該第一閘極結構以及該第二閘極結構兩側；
     一第一摻雜區以及一第二摻雜區設於該第一閘極結構一側；
     一第三摻雜區以及一第四摻雜區設於該第二閘極結構一側；以及
     一保護層設於該第一閘極結構以及該第二閘極結構上。

9.　如申請專利範圍第 7項所述之半導體元件，另包含一第二閘極介電層設於該第二閘極結
構旁，其中該第一閘極介電層以及該第二閘極介電層包含相同材料。

10.   如申請專利範圍第 7項所述之半導體元件，其中該第一閘極介電層包含高介電常數介電
層。

11.   如申請專利範圍第 7項所述之半導體元件，其中該第一閘極介電層厚度小於該襯墊層厚
度。

圖式簡單說明

第 1圖至第 7圖為本發明一實施例製作半導體元件之方法示意圖。
第 8圖為本發明一實施例之一半導體元件之結構示意圖。
第 9圖為本發明一實施例之一半導體元件之結構示意圖。
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